                                      Описание неисправности клиентом.

Мною в сентябре 2020 года были закуплены 2 экз. транзисторов BLF188 для использования в линейном усилителе 2…30 МГц.

Оба транзистора были припаяны к толстым медным пластинам (10*200*120 мм.) низкотемпературным припоем с температурой пайки 140 градусов Цельсия, что не превышает указанных вами значений. 
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Питание было установлено 42 В, при общем токе покоя 3 А (2*1.5А), что так же ниже рекомендованных вами режимов. 
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Table 3: Two-Tone IMD3 Performance Summary @ Vds=50V, 1dq=3000mA
6-30MHz, Af=10
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Однако, даже при отсутствии полезного сигнала, уже через 30 секунд нижняя секция у обоих транзисторов критически перегревалась – её температура достигала 125 градусов Цельсия при температуре окружающей среды 25 градусов, температуре верхней секции 55 градусов, и температуре подложки 40 градусов 
[image: image3.jpg]OkHo [lomouwb





Через минуту температура нижней секции достигала уже 150 градусов при температуре подложки 45 градусов.

И это, повторю, при абсолютно равных токах через обе секции – по 1.5 А при равном питании 42 В – т. е. на каждой секции по 1.5*42=63 Вт. 
Стоковые напряжения контролировались и анализатором спектра до 10 ГГц, самовозбуждение исключено.

В связи с чем, данные транзисторы (2 шт.) нельзя признать исправными, и использовать по прямому назначению, из-за критически высокого теплового сопротивления кристалл-подложка, как минимум, у нижней секции - Rth(j-c)=(150-45)/63=1.67 K/W.
В остальном транзисторы соответствуют заявленным параметрам.

